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© Vorrichtung und Verfahren zur Handhabung von Halbleitersubstraten 

© Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Handhabung 
und Fixierung von Substraten, insbesondere von Silizi- 
umwafern wahrend eines Atzvorganges, wobei wenig- 
stens ein SMiziumwafer an einem Tragerelement befestigt 
und mit diesem elektrisch kontaktiert ist, und wobei der 
Rand des wenigstens einen Siliziumwafers mit einer ge- 
geniiber einem Atzmedium resistenten und abdichtenden 
Ummantelung versehen ist, die eine Anordnung zur Her- 
stellung einer mechanischen und elektrischen Verbin- 
dung zu dem Tragerelement umfaftt, und wobei das Tra- 
gerelement zusammen mit dem wenigstens einen damit 
verbundenen Siliziumwafer in ein Atzbad eintauchbar ist. 
Es ist vorgesehen, daf£ die isolierende Ummantelung des 
Randes des wenigstens einen Siliziumwafers (2) aus ei- 
nem Randschutz (3) aus Kunststoff besteht. 
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Beschreibung 



Zeichnungen 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren 
zur Handhabung von Halbleitersubstraten mit den im Ober- 
begriff der Patentanspriiche 1 und 18 genannten Merkmalen, 

Stand der Technik 
t 

Bei der Strukturierung von bereits prozessierten oder teil- 
prozessierten Substraten beziehungsweise Siliziumwafem, 
wie dies beispielsweise beim KOH(Kaliumhydroxid)-Atzen 
von inikrornechanischen Druck- oder MassenfluBsensoren 
der Fall ist, miissen bereits prozessierte Bereiche sowie der 
Rand des Substrats wahrend des Atzvorganges durch geeig- 
nete Passivierungen geschiitzt werden, was bei bekannten 
Verfahren iiblicherweise durch das Aufbringen einer Lack- 
schicht erfolgt. Insbesondere, wenn Hochtemperaturab- 
scheidungen, beispielsweise von Oxiden oder Nitriden, als 
Passivierung nicht moglich sind, stellen bevorzugte Passi- 
vierungen fur die Substratflachen aufgebrachte Lacke (Ne- 
gativlack) dar, da sie hinsichtlich Dichtigkeit, Fertigbarkeit, 
Strukturierbarkeit, Atzmedienresistenz und Entfernbarkeit 
anderen Beschichtungen iiberlegen sind. 

Ein weiteres Problem besteht darin, wahrend des Atzvor- 
ganges eine elektrische Kontaktierung des Wafers zu er- 
moglichen, wie dies beispielsweise fur einen elektrochemi- 
schen pn-Stop des Atzvorganges an einer Grenzflache zwi- 
schen einem p-dotierten Bereich und einem n-dotierten Be- 
reich des Wafers notwendig ist. Die elektrische Kontaktie- 
rung muB hierbei vom Atzmedium getrennt sein. 

Bei einem bekannten Verfahren sind die Wafer jeweils in 
Metalldosen eingesetzt, die im zu atzenden Bereich geoffnet 
sind. Die Abdichtung erfolgt hierbei iiber ORinge. Die Me- 
talldosen lassen sich nur aufwendig handhaben und benoti- 
gen eine relativ groBe Bauform. 

Vorteile der Erfindung 

Die Vorrichtung und das Verfahren mit den im Patentan- 
spruch Lund im Patent anspruch 18 genannten Merkmalen 
bieten den Vorteil, eine Vielzahl von auf kieinstem Raum fi- 
xierten Siliziumwafem gleichzeitig einem Atzvorgang aus- 
setzen zu konnen. Durch Verwendung von atzmedienresi- 
stenten Kunststoffen als kombinierter Randschutz und Ver- 
bindungseinrichtung zu einem Carrier ist eine sehr kosten- 
giinstige und gut automatisierbare Handhabung smoglichkeit 
fiir Siliziumwafer geschaffen. Sowohl der Einbau (das Ein- 
horden) als auch der Ausbau (Aushorden) der Siliziumwafer 
kann automatisiert ablaufen. Durch eine VerschweiBung 
(bei thermoplastischem Kunststoff) beziehungsweise Vul- 
kanisation (bei elastomerem Kunststoff) von die Silizium- 
wafer aufnehmenden Kunststoffbrmteilen ist eine hermeti- 
sche Abdichtung der elektrischen Kontakte sichergestellt. 

Das Einhorden einer Vielzahl von Siliziumwafem kann 
auf kieinstem Raum ermoglicht werden, so daB eine hohe 
Packungsdichte erreichbar ist. Hierdurch ist eine maxirnale 
Ausnutzung eines Atzbeckens gewahrleistet. Derartige Sta- 
pelmoglichkeiten weisen gegeniiber bekannten Verfahren 
dariiber hinaus eine groBe Variabilitat hinsichtlich der geo- 
metrischen Abmessungen der Wafer, beispielsweise Wafer- 
dicke oder eines Waferdurchmessers auf. So konnen beste- 
hende Anlagen iiber eine Lange Fertigungszeit ohne GroBen- 
anpassungen an unterschiedliche Wafer betrieben werden. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung erge- 
ben sich aus den iibrigen, in den Unteranspriichen genann- 
ten, Merkmalen. 



Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfuhrungsbeispie- 
len anhand der zugehorigen Zeichnungen naher erlautert. Es 
5 zeigen: 

Fig. 1 eine Gesamtiibersicht aller Haupt-ProzeBschritte 
zum Atzen von Siliziumwafem; 

Fig. 2a eine Draufsicht auf einen Siliziumwafer mit her- 
ausgefuhrten elektrischen Anschliissen; 
10 . Fig. 2b eine Teilschnittansicht des mit Randschutz und ei- 
ner Lackschicht versehenen Siliziumwafers; 

Fig. 3a eine Draufsicht auf einen vollstandig abgedeckten 
Wafer; 

Fig. 3b eine Teilschnittansicht des Wafers entsprechend 
15 Fig. 3a; 

Fig. 4a eine Draufsicht eines nach dem Lackieren mit ei- 
nem Randschutz versehenen Wafers; 

Fig. 4b eine Teilschnittansicht des Wafers entsprechend 
Fig. 4a; 

20 Fig. 5 eine perspektivische Ansicht mehrerer in einen 
Carrier eingehordete Wafer; 

Fig. 6 eine Teilschnittansicht der mechanischen und elek- 
trischen Verbindungen der Wafer mit dem Carrier, 

Fig. 7a eine schematische Schnittansicht des Entfernens 
25 eines duroplastischen Randschutzes des Wafers; 
Fig. 7b einen Detailschnitt aus Fig. 7a und 
Fig. 8 drei schematische Schnittansichten des Entfernens 
eines thermoplastischen Randschutzes des Wafers. 
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Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 



Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung eine 
Ubersicht iiber den gesamten ProzeB. Dabei verdeutlicht die 
Fig. la das Einlegen eines im wesentlichen flachigen, kreis- 

35 runden Halbleitersubstrates, beispielsweise eines Silizium- 
wafers, im folgenden als Wafer 2 bezeichnet, in ein unteres 
Formteil 4, das mit integrierten Kontaktstiften 8 und 10 ver- 
sehen ist. Die Kontaktstifte 8 und 10 sind in einem Halteteil 
6 befestigt, welches zum Einstecken in einen Carrier 30 

40 (Fig. le) vorgesehen ist. Das Halteteil 6 ist vorzugsweise 
einstuckig mit dem Formteil 4 ausgebildet. 

In Fig. lb ist in schematischer Draufsicht der nachste 
Schritt des erfindungsgemaBen Prozesses gezeigt, bei dem 
eine elektrische Verbindung zwischen einem n-dotierten Be- 

45 reich des Wafers 2 und den elektrischen Kontaktstiften 8 
und 10 durch Dickdrahtbonds 12 und 14 hergestellt wird. 
Die Dickdrahtbonds 12 stellen sogenannte - bekannte - Pn- 
Stop-Anschliisse fiir einen Atzvorgang dar. 

Fig. lc zeigt in einer Draufsicht den nachsten Fertigungs- 

50 schritt, bei dem auf den Wafer 2 ein oberes Formteil 20 auf- 
gebracht wird, welches den gleichen AuBendurchmesser 
wie das untere Formteil 4 besitzt und mit diesem, je nach 
verwendeten Material der Formteile 4 und 20, verschweiBt 
beziehungsweise vulkanisiert wird, so daB eine dichte Um- 

55 mantelung, nachfolgend Randschutz 3 genannt, des Randes 
des Wafers 2 entsteht. 

In der Fig. Id wird die Beschichtung des Wafers 2 mit ei- 
nem Lack 22 verdeutlicht. Der Lack 22 lauft dabei iiber das 
obere Formteil 20 sowie das untere Formteil 4, wobei je- 

60 doch die Riickseite des Wafers 2 nur im Randbereich bezie- 
hungsweise an den vor einem Atzangriff zu schiitzenden Be- 
reichen belackt wird. Das Aufbringen des Lackes 22 kann 
beispielsweise durch Drucken, Spruhen, Schleudern oder 
andere geeignete Verfahren erfolgen. Der Lack 22 ist resi- 

65 stent gegen wahrend des nachfolgenden Atzens verwendete 
Atzmedien. 

Die Fig. le zeigt in einer perspektivischen Ansicht einen 
Carrier 30 mit Aufnahmen 36, in die jeweils ein Wafer 2 mit 
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den Kontaktstiften 8 und 10 beziehungs weise dem Halteteil 
6 einsteckbar ist. Dcr Carrier 30 besitzt mehrerc parallel zu- 
einander stehende, das heiBt in einer Reihe angeordnete, 
Aufnahmen 36, so daB eine Vielzahl von mit Lack 22 be- 
schichteten und init oberen und unteren Fonnteilen 4 und 20 5 
versehene Wafer 2 so einsteckbar sind, daB diese parallel zu- 
einander stehen. AnschlieBend werden die Kontaktstifte 8 
und 10 versiegelt. Wahrend des Einsteckens der Kontakt- 
stifte 8 und 10 werden diese mit AnschluBkontakten 34 des 
Carrier 30 kontaktiert. 10 

Fig. If zeigt in einer perspektivischen Ansicht das mecha- 
nische Ablrennen der Kontaktstifte 8 und 10 sowie des Hal- 
teteilcs 6 von dem Carrier 30 nach dem Atzcn der Wafer 2. 
Diese werden hierdurch ausgehordet. 

Fig. lg zeigt eine Moglichkeit der Entfernung des aus den 15 
Fonnteilen 4 und 20 bestehenden Randschutzes 3, der zu- 
nachst iiber die Glastemperatur eincs verwendeten Kunst- 
stoffes erwarmt wird und anschlieBend mittels Klingen 40 
oder-ahnlichen-Werkzeugen-mechanisch entfernt wird. Die 
Dickdrahtbonds 12 und 14 (nicht dargestellt) werden von 20 
dem Wafer 2 abgerissen. In der Schnittansicht sind an der 
Unterseite des Wafers 2 erzeugte Atzvertiefungen 7 ange- 
deutet. 

Die Fig. lh zeigt den letzten ProzeBschritt, namlich einen 
fertiggeatzten, vom Lack 22 befreiten Wafer 2. 25 

Die einzelnen ProzeBschritte werden nachfolgend anhand 
von Detailzeichnungen naher erlautert. 

Die Fig. 2a und 2b zeigen einen im wesentlichen kreis- 
runden, gleichmaBig fiachen und schr diinnen Wafer 2 nach 
dem Einbringen in den Randschutz 3 und nach dem Auf- 30 
bringen des Lackes 22 auf den vor einem Atzangriff zu 
schiitzenden Bereichcn des Wafers 2. Die Dicke eines derar- 
tigen, normalerweise zur Chipfertigung verwendeten, Silizi- 
umwafers betragt typischerweise ca. 500 pm. Die Durch- 
messer der derzeit groBtechnisch verwendeten Wafer liegen 35 
typischerweise bei ca. 200 mm. Gleiche Teile wie in der Fig. 
1 sind mit gleichen Bezugszeichen versehen und nicht noch- 
mals erlautert. 

Fig. 2a zeigt in einer schematischen Draufsicht den Wafer 
2, der von dem Randschutz 3 aus KunststofT umschlosscn 40 
ist. Der Randschutz 3 besteht aus zwei U-formigen Halften, 
dem oberen Formteil 20 und dem unteren Formteil 4, die auf 
der Randoberflache des Wafers 2 dichtend aufliegen und an 
einer auBeren umlaufendcn Kante dichtend zusammenge- 
fugt sind. Die Oberseite (gemaB gewahlter Darstellung in 45 
den Ausfiihrungsbeispielen) des Wafers 2 ist rnit einer dtin- 
nen Schicht des Lackes 22 versehen. Erkennbar ist in dieser 
Draufsicht das obere Formteil 20 mit dem re ch tec k for mi- 
gen," parallel zur Waferoberftache aus dem Randschutz 3 
heraus ruhrenden, Halteteil 6 sowie den senkrecht daraus so 
herausgefiihrten Kontaktstiften 8 und 10. Diese sind soimt 
in ihrer Langserstreckung ebenfalls parallel zur Waferober- 
ftache positioniert und stehen radial zu einer Mittelachse des 
Wafers 2. 

Fig. 2b zeigt in cinem Schnitt A-A, gemaB Fig. 2a cincn 55 
Randausschnitt des Wafers 2, einen Siliziumwafer 2 mit p- 
dotierten Substrat 15 und einer diinnen geordnet epitaktisch 
aufgewachsenen einkristallinen Schicht 16, einer sogenann- 
tcn n-Epitaxic, an seiner Oberseite. Diese ist mit wenigstens 
einem elektrischen AnschluB 18, der typischerweise in Alu- 60 
minium ausgefuhrt ist, versehen und iiber wenigstens einen 
Dickdrahtbond 12 mit dem Kontaktstift 8 elektrisch lei tend 
verbunden. Der zweite, hier nicht dargestellte, Kontaktstift 
10 ist ebenfalls iiber wenigstens einen Dickdrahtbond - in 
der Schnittansicht ebenfalls nicht dargestellt - mit dem Wa- 65 
fer 2 elektrisch leitend verbunden, Der Kontaktstift 8 ist 
durch das Halteteil 6 hindurch und mit diesem hermetisch 
dichtend nach auBen getuhrt und zur elektrischen Kontaktie- 
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rung im weiter unten genauer beschriebenen Carrier 30 vor- 
gesehen. In dem dargcstellten Ausfiihrungsbeispiel ist nur 
eine elektrische Verbindung vom Wafer 2 zu einem der Kon- 
taktstifte 8 oder 10 mittels Dickdrahtbond 12 eingezeichnet. 
Zur Sicherstellung einer Redundanz sind jedoch mehrere 
Kontaktierungen des Wafers 2 mittels Dickdrahtbondung zu 
den Kontakten 8 und 10 vorzusehen. Die Grenzflache zwi- 
schen dem p-Substrat 15 und der n-Schicht 16 dient als elek- 
trochemischer Atzstopp, das heiBt, der Wafer 2 wird wah- 
rend des Atzens von seiner Unterseite partiell (je nach ge- 
wiinschtem Layout der Vertiefungen 7) bis zu dieser Grenz- 
schicht durchgeatzt. 

An seiner gesamten Unterseite we ist dcr Wafer eine 
gleichmaBig diinne Oxidschicht 17 auf, die eine Passivie- 
rung darstellt und unter anderem dem Schutz gegen mecha- 
nische Beschadigung dient, aber auch als eine Diffusions- 
barricre fur Alkaliioncn wirkt und somit die Langzeitstabili- 
tat von bereits in den Wafer prozessierten Schaltungsanord- 
nungen verbessern kannr . - — . 

Das untere Formteil 4 weist eine angeschragte Dichtlippe 
5 auf, die in einem Bereich von zirka 1 cm vom auBeren 
Rand des Wafers 2 an der Unterseite des Wafers 2 dichtend 
anliegt. Das obere Formteil 20 weist ebenfalls eine ange- 
schragte Dichtlippe 21 auf, die unter Freilassung eines 
Randbereiches des Wafers 2 von zirka 1 cm an der Oberseite 
des Wafers 2 dichtend anliegt. Am inneren Durchmesser je- 
des Formteiles 4' und 20 ist deren Rand zur Ausbildung der 
Dichtlippen 5 und 21 rnit einer diinnen Kante mit spitzem 
Winkel gestaltct. Die Stirn Aachen dieser Kanten bezie- 
hungsweise Dichtlippen 5 und 21 -liegen jeweils auf den 
Oberflachen des Wafers 2 auf. Die Dichtlippen 21 laufen ko- 
nisch auf die Oberflachen des Wafers 2 auf, so daB zwischen 
Wafer 2 und den Dichtlippen 5 und 21 jeweils ein flacher 
spitzer Winkel a besteht. 

Die Formteile 4 und 20 konnen wahlweise aus einem ela- 
stomeren oder auch aus einem thermoplastischen Kunststoff 
bestehen. Wichtig bei der Auswahl eines als Randschutz 3 
fiir die Siliziumwafer geeigneten Materials ist, daB dessen 
Glastemperatur, das heiBt die Temperatur, bei der der Kunst- 
stoff in einem viskoscn Zustand ubergeht, ausreichend weit 
iiber den wahrend des Atzvorganges verwendeten ProzeB- 
temperaturen liegt. Auf diese Weise kann eine gleichmaBig 
gute Dichtungswirkung der Formteile 4 und 20 an den- Wa- 
fern 2 wahrend des Atzvorganges sichergestcllt werden. Die 
beiden Formteile 4 und 20 sind am Rand dichtend verbun- 
den, wozu entweder eine Klebung, vorzugsweise jedoch 
eine Vulkanisierung (bei elastomerem KunststolT) oder eine 
VerschweiBung (bei thermoplastischem KunststofT) erfolgt. 

Die Oberseite des Wafers 2 einschlieBlich dem dessen 
Rand abdeckenden oberen Formteil 20 ist von der diinnen 
Lackschicht 22 vollstandig bedeckt. Die Lackschicht 22 
folgt dabei der Kontur des flachen Uberganges von der Waf- 
eroberftache zur keilformigen Dichtlippe 21 des Formteiles 
20, so daB auf diese Weise eine vollstandig dichtende 
Schicht entstcht. In gleicher Weise ist die Unterseite des Wa- 
fers 2 in deren Randbereich zusammen mit dem unteren 
Formteil 4 von einer gleichartigen Lackschicht 22 bedeckt, 
so daB ein Mittelbereich der Unterseite des Wafers 2 frei 
bleibt. Im Mittelbereich (nicht dargestellt) sind lediglich die 
Bereiche mit dem Lack 22 versehen, die nicht geatzt werden 
sollen. 

Die hier nicht dargestellte, dem Halteteil 6 gegen uberlie- 
gende Randseite des von den Formteilen 4 und 20 umschlos- 
senen Wafers 2 ist mit einer so dimensionierten Gegenmasse 
versehen, daB bei Aufbringen des Lackes 22 durch Auf- 
schleudern wahrend der dabei notwendigen relativ hohen 
Umdrehungszahlen zur Verteilung eines in die Mitte des 
Wafers aufgebrachten Tropfens des Lackes 22 durch Zentri- 
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fugalkrafte keine Unwuchten durch Ausbildung der Kon- 
taktstifte 8 und 10 sowie dcs Haltcteilcs 6 auftrcten. Eine 
sole he Gegenmasse laBt sich beispielsweise in die Formteiie 
4 und 20 eingieBen beziehungsweise integrieren. 

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht (Fig. 3 a) und eine zugehorige 
Schnittansicht (Fig. 3b) einer alternativen Ausfuhrungs- 
form, wobei ein oberes Formteil 24 die nicht zu atzende 
obere Seite des Wafers 2 ganz flachig abdeckt. Gleiche Teile 
wie in den vorangegangenen Figuren sind mit gleichen Be- 
zugszeichen versehen und nicht nochmals erlautert. Oberes 
und unteres Formteil 4 und 24 werden verschweiBt (Ther- 
moplast) beziehungsweise vulkanisiert (Elastomer), so dafi 
der Randbereich und die Kontaktstifte 8 und 10 abgedichtet 
werden. Der Wafer 2 wird auf der unteren Seite partiell - 
wie erlautert - mit der atzmedienbestandigen Lackschicht 
22 versehen. Dabei lauft der Lack 22 iiber die Dichtlippe 5, 
die, wie bereits in der Beschreibung zur Fig* 2 erlautert, zu 
diesem Zweck mit einem spitzen Winkel a zum Wafer 2 hin 
versehen ist. 

Fig. 4 zeigt in einer schematischen Draufsicht (Fig. 4a) 
und in einer Teilschnittansicht (Fig. 4b) eine alternative Vor- 
gehensweise, bei der die Beschichtung mit Lack 22 vor dem 
Einlegen des Wafers 2 in den Randschutz 3 vorgenommen 
wird. Hierbei wird eine Lackschicht 22 ganz flachig auf die 
obere und im Randbereich auf die untere Seite des Wafers 2 
aufgebracht, der anschlieBend mit dem unteren Formteil 4 
und dem oberen Formteil 20 versehen wird. Zum Verfahren 
und zur Gestaltung dieser Teile sowie den daran angebrach- 
ten beziehungsweise darin integrierten elektrischen Kon- 
taktstiften 8 und 10 wird auf die Beschreibung zur Fig. 3 
verwiesen, da der wesentliche Unterschied lediglich im 
durch die aufgebrachten Lackschichten 22 dickeren Wafer 2 
liegt. Die Dichtlippe 21 des oberen Formteiles 20 liegt auf 
der Lackschicht 22 dichtend auf, ebenso die Dichtlippe 5 
des unteren Formteiles. An die Fertigungsgenauigkeit der 
Dichtlippen 5 und 21 sind hierbei jedoch hohere Anforde- 
rungen zu stellen, urn eine gleichmaBig gute Dichtigkeit 
wahrend des Atzvorganges gewahrleisten zu konnen, da der 
Ubergangsbereich zwischen den Dichtlippen 5 und 21 und 
dem Wafer 2 nachtraglich nicht mit dem Lack 22 versiegelt 
wird. 

Fig. 5 zeigt in einer schematischen Ansicht das soge- 
nannte Einhorden, das heiBt das Ubereinanderschichten mit 
geringem Abstand zueinander, mehrerer Wafer 2 in einen 
Trager, den sogenannten Carrier 30. In dem quaderformigen 
Carrier 30 ist an einer Langsseite eine Kontaktschiene 32 
vorgesehen, die mehrere gering voneinander beabstandete 
Kontaktbuchsen 33 zur passenden Aufnahme der Halteteile 
6 mit den darin gefuhrten Kontaktstiften 8 und 10 der Wafer 
2 aufweist. Die Kontaktstifte 8 und 10 werden jeweils in die 
Kontaktbuchsen 33 der Kontaktschiene 32 eingeflihrt, wo- 
durch ein elektrischer Kontakt zu innerhalb des Carrier 30 
gefuhrten Kontaktleitungen 34 hergesteilt wird. Durch Ver- 
schweiBen beziehungsweise Vulkanisieren der Kontakt- 
buchsen 33 mit den Haltcteilen 6 werden die Kontaktstifte 8 
und 10 hermetisch abgedichtet. Die wiederverwendbare 
Kontaktschiene 32 ist durch einen Kunststoffiiberzug 38 ab- 
gedichtet. Dieser KunststofFuberzug 38 ist nur einmai ver- 
wendbar und wird nach dem Atzvorgang zwcckmaBiger- 
weise zusammen mit den Randschutzen 3 der Wafer 2 ent- 
fernt. 

Fig. 6 zeigt in einer Schnittansicht den Ausschnitt B aus 
der Fig. 5. Erkennbar ist der im wesentlichen aus einem 
Kunststoffblock 31 mit darin eingegossenen integrierten 
Kontaktleitungen 34 bestehende Carrier 30, Je ein Paar der 
Kontaktieitungen 34 fuhrt zu jedem der die Kontaktschiene 
32 bildenden Kontaktbuchsen 33, um dort eine elektrische 
Steckverbindung zu den Kontaktstiften 8 und 10 jedes Wa- 



fers 2 herstellen zu konnen. 

Die Fig. 7 und 8 zeigen in schematischen Schnittansich- 
ten das Abtrennen des Randschutzes 3 sowie der Kontakt- 
stifte 8 und 10 nach dem Atzen des Wafers 2. Bei einem 

5 thermoplastischen Kunststoff wird hierbei der Randschutz 3 
bis zum elastischen Bereich erwarmt und der Wafer 2 her- 
ausgedrtickt (Fig. 8a, 8b, 8c) beziehungsweise der Rand- 
schutz 3 mit Hilfe von scharfkantigen Werkzeugen 40 abge- 
schert (Fig. 7a, 7b). 

10 Erkennbar in Fig. 7a ist der geatzte und noch mit dem 
Randschutz 3 versehene Wafer 2, der auf einem runden Ge- 
genhalter 42 aufliegt. Der Gegenhalter kann vollfl achig oder 
als Zylinder ausgebildet sein. Mit einer, vorzugsweise ring- 
formigen scharfkantigen Klinge 40, die von oben auf das 

15 obere Formteil 20 driickt, wird der gesamte Randschutz 3 
abgeschert. Die Druckkrafte auf die Klinge 40 sind durch je- 
weils einen Pfeil 44 verdeutlicht, die abstiitzende von unten 
auf den Gegenhalter wirkende Kraft ist durch einen Pfeil 46 
kenntlich gemacht. 

20 Fig. 7b verdeutlicht die geometrischen Verhaltnisse an 
der Schnittstelle durch Darstellung eines Teilschnittes aus 
Fig. 7a. Hier ist erkennbar, daB die von oben driickende, 
vorzugsweise ringformige Klinge 40 auf einem geringfugig 
groBeren Kreisdurchmesser, als der AuBendurchmesser des 

25 Gegenhalters 42 betragt, den Randschutz 3 abschneidet. 
Hierdurch ist sic hergesteilt, daB der Randschutz 3 nicht der 
Klinge 40 nach unten ausweichen kann, sondern sauber ab- 
geschnitten wird. 

In den Fig. 8a, 8b und 8c ist das Entfernen des Randschut- 

30 zes 3 nach Art eines Fahrradschlauches gezeigt. 

Zunachst wird der Randschutz 3 (bei thermoplastischem 
Material) auf eine Temperatur erwarmt, bei der der Rand- 
schutz 3 elastisch wird. Der Randschutz 3 wird dann von 
beidseitig angreifenden Spannelementen 44 gegriffen (Fig. 

35 8a). Die Spannelemente 44 Ziehen den Randschutz 3 radial 
nach auBen, so daB der Wafer 2 auBer Eingriff mit dem 
Randschutz 3 kommt. AnschlieBend wird der Randschutz 3 
nach oben (Fig. 8b) und dann seitlich (Fig. 8c) vom Wafer 2 
entfernt. 

40 AbschlieBend wird der Lack 22 entfernt, wie in Fig. lh 
bereits verdeutlicht, und der prozessierte und geatzte Wafer 
2 der weiteren Be arbeitung/Verwendung zuge fuhrt. 

Insgesamt lassen sich alle ProzeBschritte mit einem hohen 
Automatisierungsgrad durchfuhren, so daB ein hoher Durch- 

45 satz in gleichbleibend hoher Qualitat bei der Behandlung 
der Wafer 2 moglich ist. Insbesondere durch den extrem ge- 
ringen Platzbedarf des Randschutzes 3 ist eine hohe Pak- 
kungsdichte bei gleichzeitig zu behandelnden Wafern 2 er- 
zielbar, 

50 

Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zur Handhabung und Fixierung von 
Substraten, insbesondere von Siliziumwafern wahrend 

55 eines Atzvorganges, wobei wenigstens ein Siliziumwa- 

fer an einem Tragerelernent befestigt und mit diesem 
elektrisch kontaktiert ist, und wobei der Rand des we- 
nigstens einen Silizium wafers mit einer gegenuber ei- 
nem Atzmedium resistenten und abdichtenden Um- 

60 mantelung versehen ist, die eine Anordnung zur Her- 

stellung einer mechanischen und elektrischen Verbin- 
dung zu dem Tragerelernent umfaBt, und wobei das 
Tragerelernent zusammen mit dem wenigstens einen 
damit verbundenen Siliziumwafer in ein Atzbad ein- 

65 tauchbar ist, dadurch gekennzeichnet, dai3 die isohe- 
rende Ummantelung des Randes des wenigstens einen 
Silizium wafers (2) aus einem Randschutz (3) aus 
Kunststotf besteht. 
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2. Vorrichtung nach Anspmch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Randschutz (3) mit einem integrier- 
ten Halteteil (6) zum Befestigen an dem Tragerelement 
(Carrier 30) versehen ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB der Randschutz (3) aus wenigstens zwei 
Formteilen (4, 20, 24) besteht, die miteinander fugbar 
sind. ■:• 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Randschutz (3) aus wenigstens zwei 10 
thermoplastischen Formteilen (4, 20, 24) besteht, die 
miteinander verse hweiBbar sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Randschutz (3) aus wenigstens zwei 
elastomeren Formteilen (4, 20, 24) besteht, die durch 15 
Vulkanisation fugbar sind. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergchenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das integrierte 
Halteelement (6) mit wenigstens zwei elektrischen 
Kontaktstiften (8, 10) versehen ist. 20 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verbindung zwischen jedem der elek- 
trischen Kontaktstifte (8, 10) und dem Wafer (2) mit- 
tels wenigstens einer Dickdrahtbondung (12) herstell- 
barist 25 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verbindung zwischen jedem der elek- 
trischen Kontaktstifte (8, 10) und dem Wafer (2) mit- 
tels wenigstens zwei Dickdrahtbondungcn (12) her- 
stellbar ist. 30 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die den Rand- 
schutz (3) fur den Wafer (2) bildenden Formteile (4, 20, 
24) dicht an den Oberflachen des Wafers (2) anliegen. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB die Formteile (4, 20, 24) Dichtlippen (5, 
21) ausbilden, die an den Wafern (2) anliegen. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der mit dem 
Randschutz (3) verschene Wafer (2) in nicht zu behan- 40 
delnden Bereichen mit einer Passivierung, insbeson- 
dere einem Lack (22), versehen ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Lack (22) den Randschutz (3) mit ab- 
deckt. 45 

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der wenigstens 
eine Wafer (2) mit einer dichten und elektrisch leiten- 
den Verbindung an dem Carrier (30) befestigbar ist. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn- so 
zeichnet, daB der wenigstens eine Wafer (2) mit einer 
dichten und elektrisch leitenden Verbindung an einer 
Kontaktschiene (32) des Carrier (30) befestigbar ist. 

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens zwei 55 
Wafer (2) in die h tern Abstand parallel zueinander am 
Carrier (30) befestigbar sind. 

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Kontakt- 
stifte (8, 10) des Randschutzes (3) jedes Wafers (2) mit 60 
der Kontaktschiene (32) hermetisch abgedichtet kon- 
taktierbar sind. 

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Randschutz 
(3) mechanisch und/oder thermisch entfernbar ist. 65 

18. Verfahren zur Handhabung und Fixierung von 
Substraten, insbesondere von Silizium wafern wahrend 
eines Atzvorganges, wobei wenigstens ein Siliziumwa- 



fer an einem Tragerelement befestigt und mit diesem 
elektrisch kontaktiert wird, und wobei der Rand des 
wenigstens einen Siliziumwafers mit einer gegeniiber 
einem Atzmedium resistenten und abdichtenden Um- 
mantelung versehen wird, die eine Anordnung zur Her- 
steilung einer mechanischen und elektrischen Verbin- 
dung zu dem Tragerelement aufweist, und wobei das 
Tragerelement zusammen mit dem wenigstens einen 
damit verbundenen Siliziumwafer in ein Atzbad einge- 
taucht wird, dadurch gekennzeichnet, daB der Rand des 
wenigstens einen Silizium wafers (2) vor dem Atzvor- 
gang mit einem dichtenden Randschutz (3) aus Kunst- 
stoff versehen wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Randschutz (3) aus wenigstens zwei 
Formteilen (4, 20, 24) gefiigt wird, in die der Silizium- 
wafer (2) vor dem Atzvorgang eingelegt wird und die 
anschlieBend dichtend verbunden werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Siliziumwafer (2) nach dem Einlegen 
in wenigstens eines der Formteile (4) mit nach auBcn 
fuhrenden elektrischen Anschltissen versehen wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die elektrischen Anschliisse zum Silizi- 
umwafer (2) mittels Dickdrahtbonden (12) hcrgcstellt 
werden. 

22. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der mit dem 
Randschutz (3) vcrsehene Siliziumwafer (2) in nicht zu 
behandelnden Bereichen mit einer Passivierung, insbe- 
sondere einem Lack (22), versehen wird. 

23. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der wenigstens 
eine Siliziumwafer (2) vor dem Atzvorgang mit einen 
Carrier (30) mechanisch und elektrisch verbunden 
wird, und mit dicsen gemeinsam in ein Atzbad getaucht 
wird. 

24. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Atz- 
vorgang der wenigstens eine Siliziumwafer (2) vom 
Carrier (30) getrennt und der Randschutz (3) thermisch 
und/oder mechanisch entfernt wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Randschutz (3) abgeschnitten wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Randschutz (3) gedehnt und abgezo- 
gen wird. 
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